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THz時間領域分光法(THz time-domain spectroscopy: THz-TDS) はフェムト秒レーザーを用いたパ

ルス分光法であり、電場の振幅強度と位相を同時に測定できることが特徴である。そのため、THz

分散特性結果からK-K変換を用いることなく材料の複素誘電率を一意に求めることが可能である。 

我々は、この THz-TDS に elipsometry を組み合わせることにより（以下。THz-TDSE）GaN や InN

等の窒化物半導体エピタキシャル膜の電気特性（抵抗率、キャリア濃度。移動度）や膜厚を非接

触・非破壊で測定できる手法を開発し報告している[1、2]。 

今回は、上記の THz 測定・解析手法がグラフェンの電気特性（抵抗率、キャリア濃度、移動度）

の非接触・非破壊での測定に適用可能かの検討

をついて報告する。最終的には、金属上に生成

させたグラフェンを as-grown状態での電気特性

測定を実現することを目標にしている。 

本報告では、THz 周波数領域でのグラフェン

の挙動を調べた。銅箔上に生成したグラフェン

を THz 周波数領域（0.2～3.0THz）で透過率の

高い CaF2 単結晶上に転写したサンプルについ

て、THz-TDS の透過測定を用いて電場の透過率

および位相を測定した。この結果をDrude-model

を用い、シートキャリア濃度と移動度をパラメ

ーターとして解析した。グラフェンの厚さは

0.3nmと仮定した。図 1 に CaF2上グラフェンの

透過率の測定結果、図 2 にシートキャリア濃度

を 5E11cm-2、移動度を 15,000cm2/Vs とした場合の透過率のシミュレーション結果を示す。この結

果から、我々の半導体解析の手法がグラフェンにも有効であることを確認した。 
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